
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた各画素を有し、
　前記画素は、
　電荷を保持する保持容量と、
　入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段と、
　前記データ線と前記保持容量との間に設けられた第１スイッチング素子と、
　前記保持容量と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチング素子と、
　前記保持容量と前記反転手段の出力との間に設けられた第３スイッチング素子と、
　前記反転手段の出力と接続される有機発光ダイオード素子と、
　を備える電気光学パネル。
【請求項２】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた各画素を有し、
　前記画素は、
　有機発光ダイオードと、
　電荷を保持する保持容量と、
　入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段と、
　前記データ線と前記保持容量との間に設けられた第１スイッチング素子と、
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　前記保持容量と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチング素子と、
　前記保持容量と前記反転手段の出力との間に設けられた第３スイッチング素子と、
　前記反転手段の出力と前記有機発光ダイオードとの間に設けられた第４スイッチング素
子と、
　を備える電気光学パネル。
【請求項３】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた各画素を有し、
　前記画素は、
　有機発光ダイオードと、
　電荷を保持する電荷保持手段と、
　入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段と、
　前記電荷保持手段と前記反転手段の出力とを接続し前記電荷保持手段と前記反転手段の
入力を非接続とする第１状態と、前記電荷保持手段と前記反転手段の入力とを接続し前記
電荷保持手段と前記反転手段の出力を非接続とする第２状態と、を切替えるスイッチング
手段とを備え、
　前記反転手段の出力を前記有機発光ダイオードに供給する電気光学パネルの駆動回路で
あって、
　保持期間においては、前記第２状態とするように前記スイッチング手段を制御し、読出
期間においては、前記第１状態から前記第２状態を経て再び前記第１状態とする１サイク
ル動作を一回以上実行するように前記スイッチング手段を制御する制御手段を
　備えることを特徴とする電気光学パネルの駆動回路。
【請求項４】
　前記画素は、前記データ線と前記電荷保持手段との間に設けられた第１スイッチング素
子と、前記電荷保持手段の出力と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチン
グ素子と、前記反転手段の出力と前記電荷保持手段との間に設けられた第３スイッチング
素子とを備え、
　前記第１状態は、前記第２スイッチング素子がオフ状態であり、且つ前記第３スイッチ
ング素子がオン状態であり、
　前記第２状態は、前記第２スイッチング素子がオン状態であり、且つ前記第３スイッチ
ング素子がオフ状態であり、
　前記制御手段は、前記保持期間において、前記第２状態となるように前記第２スッチン
グ素子及び前記第３スイッチング素子を制御し、前記読出期間において、前記第１状態か
ら前記第２状態を経て再び前記第１状態とする１サイクル動作を一回以上実行するように
前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子を制御する
　ことを特徴とする請求項３に記載の電気光学パネルの駆動回路。
【請求項５】
　前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子がオフ状態であることを第３
状態としたとき、
　前記制御手段は、前記第１状態と前記第２状態との間で状態を移行させる場合に、前記
第３状態を経て次の状態へ移行させるように前記第２スイッチング素子及前記第３スイッ
チング素子を制御する
　ことを特徴とする請求項４に記載の電気光学パネルの駆動回路。
【請求項６】
　前記電気光学パネルは、前記反転手段の出力と前記有機発光ダイオードとの間に設けら
れた第４スイッチング素子を備え、
　前記制御手段は、前記読出期間の前記１サイクル動作において、少なくとも最初に前記
第１状態となった後から前記１サイクル動作が完了するまでの期間は前記第４スイッチン
グ素子をオフ状態にするように制御する
　ことを特徴とする請求項４又は５に記載の電気光学パネルの駆動回路。
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【請求項７】
　前記反転手段は、高電位電源と低電位電源とによって動作し、
　前記保持期間においては、前記反転手段へ前記高電位電源として第１高電位を供給する
とともに前記低電位電源として第１低電位を供給し、前記読出期間においては前記反転手
段へ前記高電位電源として前記第１高電位よりも高い第２高電位を供給するとともに前記
低電位電源として前記第１低電位よりも低い第２低電位を供給する電源供給手段を
　備えることを特徴とする請求項３乃至６のうちのいずれか１項に記載の電気光学パネル
の駆動回路。
【請求項８】
　前記反転手段は、Ｐチャネル型の薄膜トランジスタとＮチャネル型の薄膜トランジスタ
を備え、前記第１乃至第３スイッチング素子は薄膜トランジスタで構成されることを特徴
とする請求項３乃至７のうちいずれか１項に記載の電気光学パネルの駆動回路。
【請求項９】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられ有機発光ダイオードを含む各画素を備えた電気光学パネルと、
　請求項３乃至８のうちいずれか１項に記載した電気光学パネルの駆動回路と、
　を備えたことを特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設
けられた各画素を有し、
　前記画素は、
　有機発光ダイオードと、
　電荷を保持する電荷保持手段と、
　入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段と、を備え、
　前記電荷保持手段と前記反転手段の出力とを接続し前記電荷保持手段と前記反転手段の
入力を非接続とする第１状態と、前記電荷保持手段と前記反転手段の入力とを接続し前記
電荷保持手段と前記反転手段の出力を非接続とする第２状態と、を切替え、前記反転手段
の出力を前記有機発光ダイオードに供給する電気光学パネルの駆動方法であって、
　保持期間においては、前記第２状態とし、
　読出期間においては、前記第１状態から前記第２状態を経て再び前記第１状態とする１
サイクル動作を一回以上実行する
　ことを特徴とする電気光学パネルの駆動方法。
【請求項１１】
　前記画素は、
　前記データ線と前記電荷保持手段との間に設けられた第１スイッチング素子と、
　前記電荷保持手段の出力と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチング素
子と、
　前記反転手段の出力と前記電荷保持手段との間に設けられた第３スイッチング素子とを
備え、
　前記第１状態において、前記第２スイッチング素子がオフ状態であり、且つ前記第３ス
イッチング素子がオン状態であり、
　前記第２状態において、前記第２スイッチング素子がオン状態であり、且つ前記第３ス
イッチング素子がオフ状態であり、
　前記保持期間において、前記第２状態となるように前記第２スッチング素子及び前記第
３スイッチング素子を制御し、
　前記読出期間において、前記第１状態から前記第２状態を経て再び前記第１状態とする
１サイクル動作を一回以上実行するように前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッ
チング素子を制御する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の電気光学パネルの駆動方法。
【請求項１２】
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　前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子がオフ状態であることを第３
状態としたとき、
　前記第１状態と前記第２状態との間で状態を移行させる場合に、前記第３状態を経て次
の状態へ移行させるように前記第２スイッチング素子及前記第３スイッチング素子を制御
する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の電気光学パネルの駆動方法。
【請求項１３】
　前記電気光学パネルは、前記反転手段の出力と前記有機発光ダイオードとの間に設けら
れた第４スイッチング素子を備え、
　前記読出期間の前記１サイクル動作において、少なくとも最初に前記第１状態となった
後から前記１サイクル動作が完了するまでの期間は前記第４スイッチング素子をオフ状態
にするように制御する
　ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の電気光学パネルの駆動方法。
【請求項１４】
　前記反転手段は、高電位電源と低電位電源とによって動作し、
　前記保持期間においては、前記反転手段へ前記高電位電源として第１高電位を供給する
とともに前記低電位電源として第１低電位を供給し、
　前記読出期間においては前記反転手段へ前記高電位電源として前記第１高電位よりも高
い第２高電位を供給するとともに前記低電位電源として前記第１低電位よりも低い第２低
電位を供給する
　ことを特徴とする請求項１１乃至１３のうちのいずれか１項に記載の電気光学パネルの
駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のデータ線と複数の走査線との交差に対応して設けられた各画素内にデー
タを記憶する電気光学パネル、その駆動回路及び駆動方法、並びにこれを用いた電子機器
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電気光学物質として液晶を用いる液晶パネルとしてアクティブマトリックス型のものがあ
る。この液晶パネルは、複数の走査線と複数のデータ線とを備え、データ線と走査線との
交差に対応して、画素がマトリックス状に配置されている。さらに、画素内にＳＲＡＭ（
Static Random Access Memory）を備え、消費電力を低減する技術も公知である（例えば
、特許文献１）。
【０００３】
図１７に、従来の画素の構成を示す。従来の画素は、液晶容量ＬＣ、トランジスタＴｒ１
～Ｔｒ３、及びトランジスタＴｒ４並びにＴｒ５で構成されるインバータを備える。この
回路構成において、液晶容量ＬＣには１ビットの画像データに応じた電荷が蓄積される。
そして、所定周期で液晶容量ＬＣに蓄積した電荷を再書き込みする。具体的には、Ｔｒ１
をオフ状態にして、Ｔｒ２及びＴｒ３のオン・オフを、Ｔｒ２：オフ、Ｔｒ３：オフ→Ｔ
ｒ２：オフ、Ｔｒ３：オン→Ｔｒ２：オフ、Ｔｒ３：オフに制御することによって電荷の
再書き込みを実行する。そして、液晶容量ＬＣに電荷を保持する期間にあっては、Ｔｒ２
をオン状態にする一方、Ｔｒ３をオフ状態にする。
【０００４】
この画素構成によれば、電荷の再書き込み時に液晶に印加する電圧極性を反転させること
ができ、かつ、データ線３を介して画像データを再書き込みする必要がないので液晶パネ
ルの消費電力を削減することができる。
【０００５】
【特許文献１】
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特開２００２－２０７４５３号公報（図２２、図２４）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術は電気光学素子として液晶を用いたものであるため、有機発光
ダイオード素子（以下、ＯＬＥＤ素子と称する。）を用いた電気光学パネルには直接適用
できない。なぜならば、有機発光ダイオードには電荷を保持する機能がないからである。
【０００７】
また、液晶の透過率は、液晶に印加される電圧の実効値に従って定まるので、印加電圧の
極性を問わない。従って、インバータの出力を電気光学素子に供給しても液晶の印加電圧
の極性が反転されるだけで透過率には変化がなく、むしろ交流駆動により焼き付き等を防
止することができる。一方、ＯＬＥＤ素子は、印加電圧の極性によって点灯と消灯とが制
御されるので、単にインバータの出力をＯＬＥＤ素子に供給するだけでは、点灯と消灯と
が逆転してしまい所望の画像を表示させることができない。これを解消するために、イン
バータを２個用いてラッチ回路を画素内に構成することも考えられるが、そのような構成
では素子数の増加に伴い開口率が低下し、歩留まりが低下するといった問題がある。
【０００８】
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、開口率を向上させると共に歩留ま
りを向上できる電気光学パネル及びその駆動回路等を提供することを解決課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係る電気光学パネルは、複数のデータ線、複数の走
査線、及び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた各画素を有し、前記
画素は、電荷を保持する保持容量と、入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段と
、前記データ線と前記保持容量との間に設けられた第１スイッチング素子と、前記保持容
量と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチング素子と、前記保持容量と前
記反転手段の出力との間に設けられた第３スイッチング素子と、前記反転手段の出力と接
続される有機発光ダイオード素子と、を備える。
【００１０】
この発明によれば、画素内に設けられた反転手段を用いて、データを記憶することができ
、さらに、後述する駆動方法を適用して、保持容量に電荷を再書き込みしつつ、有機発光
ダイオードの点灯・消灯を制御することができる。
【００１１】
次に、本発明に係る電気光学パネルは、複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ
線と前記走査線との交差に対応して設けられた各画素を有し、前記画素は、有機発光ダイ
オードと、電荷を保持する保持容量と、入力信号を反転した出力信号を出力する反転手段
と、前記データ線と前記保持容量との間に設けられた第１スイッチング素子と、前記保持
容量と前記反転手段の入力との間に設けられた第２スイッチング素子と、前記保持容量と
前記反転手段の出力との間に設けられた第３スイッチング素子と、前記反転手段の出力と
前記有機発光ダイオードとの間に設けられた第４スイッチング素子と、を備える。
【００１２】
この発明によれば、第４スイッチング素子が反転手段の出力と有機発光ダイオードとの間
に設けるので、それらの間の接続状態を制御することができる。論理レベルを変更するこ
となく保持容量に蓄積された電荷を再書き込みするには、偶数回の再書き込みが必要とな
る。奇数回目の書き込みによって保持容量の論理レベルは反転する。そのような状態で保
持容量と反転手段の入力が接続されると、反転手段の出力論理レベルが反転するが、第４
スイッチング素子をオフ状態にすることによって、有機発光ダイオードと反転手段の出力
と分離できる。この結果、再書き込みに伴って、有機発光ダイオードの点灯・消灯が逆転
することがなくなり、コントラストを向上させることが可能となる。
【００１３】
　次に、本発明に係る電気光学パネルの駆動回路は、複数のデータ線、複数の走査線、及
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び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた各画素を有し、前記画素は、
有機発光ダイオードと、電荷を保持する電荷保持手段と、入力信号を反転した出力信号を
出力する反転手段と、前記電荷保持手段と前記反転手段の出力とを接続し前記電荷保持手
段と前記反転手段の入力を非接続とする第１状態と、前記電荷保持手段と前記反転手段の
入力とを接続し前記電荷保持手段と前記反転手段の出力を非接続とする第２状態と、を切
替えるスイッチング手段とを備え、前記反転手段の出力を前記有機発光ダイオードに供給
する電気光学パネルの駆動回路であって、保持期間においては、前記第２状態とするよう
に前記スイッチング手段を制御し、読出期間においては、前記第１状態から前記第２状態
を経て再び前記第１状態とする１サイクル動作を一回以上実行するように前記スイッチン
グ手段を制御する制御手段を備えることを特徴とする
【００１４】
この発明によれば、読出期間において電荷保持手段と反転手段の出力とを偶数回接続する
。これにより、電荷保持手段には、元の論理レベルと同一の論理レベルとなる電荷が蓄積
される。従って、単一の反転手段によってデータを画素内で再書き込みすることが可能と
なり、電気光学パネルの開口率と歩留まりを大幅に向上させることが可能となる。
【００１５】
　ここで、前記画素は、前記データ線と前記電荷保持手段との間に設けられた第１スイッ
チング素子と、前記電荷保持手段の出力と前記反転手段の入力との間に設けられた第２ス
イッチング素子と、前記反転手段の出力と前記電荷保持手段との間に設けられた第３スイ
ッチング素子とを備え、前記第１状態は、前記第２スイッチング素子がオフ状態であり、
且つ前記第３スイッチング素子がオン状態であり、前記第２状態は、前記第２スイッチン
グ素子がオン状態であり、且つ前記第３スイッチング素子がオフ状態であり、前記制御手
段は、前記保持期間において、前記第２状態となるように前記第２スッチング素子及び前
記第３スイッチング素子を制御し、前記読出期間において、前記第１状態から前記第２状
態を経て再び前記第１状態とする１サイクル動作を一回以上実行するように前記第２スイ
ッチング素子及び前記第３スイッチング素子を制御することが好ましい。
【００１６】
この発明によれば、第１状態から第２状態へて再び第１状態とする１サイクル動作を一回
以上実行するので、１サイクル動作によって反転手段の入力の論理レベルは元の論理レベ
ルに戻り、電荷保持手段に蓄積される電荷はリフレッシュされる。
【００１７】
より具体的には、前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子がオフ状態で
あることを第３状態としたとき、前記制御手段は、前記第１状態と前記第２状態との間で
状態を移行させる場合に、前記第３状態を経て次の状態へ移行させるように前記第２スイ
ッチング素子及前記第３スイッチング素子を制御することが好ましい。
【００１８】
この発明によれば、第１状態と第２状態との間に第２及び第３スイッチング素子をともに
オフ状態するので、動作マージンを見込むことができる。この結果、素子の性能等のばら
つきによって第２スイッチング素子と第３スイッチング素子とが同時にオン状態となり、
反転手段の出力が発振状態となることを回避することができる。
【００１９】
さらに、前記電気光学パネルは、前記反転手段の出力と前記有機発光ダイオードとの間に
設けられた第４スイッチング素子を備え、前記制御手段は、前記読出期間の前記１サイク
ル動作において、少なくとも最初に前記第１状態となった後から前記１サイクル動作が完
了するまでの期間は前記第４スイッチング素子をオフ状態にするように制御することが好
ましい。この場合には、反転手段の出力論理レベルが反転している期間は、反転手段の出
力と有機発光ダイオードとを分離するから、当該期間において、本来、有機発光ダイオー
ドを消灯すべきところを点灯するといった不都合を解消して、表示画像のコントラストを
向上させることができる。
【００２０】
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くわえて、前記反転手段は、高電位電源と低電位電源とによって動作し、前記保持期間に
おいては、前記反転手段へ前記高電位電源として第１高電位を供給するとともに前記低電
位電源として第１低電位を供給し、前記読出期間においては前記反転手段へ前記高電位電
源として前記第１高電位よりも高い第２高電位を供給するとともに前記低電位電源として
前記第１低電位よりも低い第２低電位を供給する電源供給手段を備えることが好ましい。
【００２１】
この発明によれば、読出期間における高電位電源の電位は保持期間よりも高電位であり、
読出期間における低電位電源の電位は保持期間よりも低電位である。反転手段の出力信号
は、保持期間と比較して読出期間の方が大振幅となるから、電荷保持手段には大振幅に対
応する電荷が書き込まれる。そして、読出期間から保持期間へ移行すると、第２スイッチ
ング素子がオン状態となって電荷保持手段と反転手段の入力容量が容量結合して電荷の移
動が生じる。この際、反転手段の入力信号の振幅は低下するが、反転手段の電源電圧は下
がっているので、振幅が低下した入力信号であっても反転手段は正常に動作し、また、リ
ーク電流を低減させることができる。
【００２２】
ここで、前記反転手段は、Ｐチャネル型の薄膜トランジスタとＮチャネル型の薄膜トラン
ジスタを備え、前記第１乃至第３スイッチング素子は薄膜トランジスタで構成されること
が好ましい。
【００２３】
次に、本発明に係る電子機器は、複数のデータ線、複数の走査線、及び前記データ線と前
記走査線との交差に対応して設けられ有機発光ダイオードを含む各画素を備えた電気光学
パネルと、上述した電気光学パネルの駆動回路と、を備える。このような電子機器として
は、例えば、例えば、ビデオカメラに用いられるビューファインダ、携帯電話機、ノート
型コンピュータ等が該当する。
【００２４】
　次に、本発明に係る電気光学パネルの駆動方法は、複数のデータ線、複数の走査線、及
び前記データ線と前記走査線との交差に対応して設けられた各画素を有し、前記画素は、
有機発光ダイオードと、電荷を保持する電荷保持手段と、入力信号を反転した出力信号を
出力する反転手段と、を備え、前記電荷保持手段と前記反転手段の出力とを接続し前記電
荷保持手段と前記反転手段の入力を非接続とする第１状態と、前記電荷保持手段と前記反
転手段の入力とを接続し前記電荷保持手段と前記反転手段の出力を非接続とする第２状態
と、を切替え、前記反転手段の出力を前記有機発光ダイオードに供給する電気光学パネル
の駆動方法であって、保持期間においては、前記第２状態とし、読出期間においては、前
記第１状態から前記第２状態を経て再び前記第１状態とする１サイクル動作を一回以上実
行することを特徴とする。
【００２５】
この発明によれば、読出期間において電荷保持手段と反転手段の出力とを偶数回接続する
。これにより、電荷保持手段には、元の論理レベルと同一の論理レベルとなる電荷が蓄積
される。従って、単一の反転手段によってデータを画素内で再書き込みすることが可能と
なり、開口率と歩留まりを大幅に向上させた電気光学パネルを用いることができる。
【００２６】
　ここで、前記画素は、前記データ線と前記電荷保持手段との間に設けられた第１スイッ
チング素子と、前記電荷保持手段の出力と前記反転手段の入力との間に設けられた第２ス
イッチング素子と、前記反転手段の出力と前記電荷保持手段との間に設けられた第３スイ
ッチング素子とを備え、前記第１状態において、前記第２スイッチング素子がオフ状態で
あり、且つ前記第３スイッチング素子がオン状態であり、前記第２状態において、前記第
２スイッチング素子がオン状態であり、且つ前記第３スイッチング素子がオフ状態であり
、前記保持期間において、前記第２状態となるように前記第２スッチング素子及び前記第
３スイッチング素子を制御し、前記読出期間において、前記第１状態から前記第２状態を
経て再び前記第１状態とする１サイクル動作を一回以上実行するように前記第２スイッチ
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ング素子及び前記第３スイッチング素子を制御することが好ましい。
【００２７】
この発明によれば、第１状態から第２状態へて再び第１状態とする１サイクル動作を一回
以上実行するので、１サイクル動作によって反転手段の入力の論理レベルは元の論理レベ
ルに戻り、電荷保持手段に蓄積される電荷はリフレッシュされる。
【００２８】
また、前記第２スイッチング素子及び前記第３スイッチング素子がオフ状態であることを
第３状態としたとき、前記第１状態と前記第２状態との間で状態を移行させる場合に、前
記第３状態を経て次の状態へ移行させるように前記第２スイッチング素子及前記第３スイ
ッチング素子を制御することが好ましい。この発明によれば、第１状態と第２状態との間
に第２及び第３スイッチング素子をともにオフ状態するので、動作マージンを見込むこと
ができる。この結果、素子の性能等のばらつきによって第２スイッチング素子と第３スイ
ッチング素子とが同時にオン状態となり、反転手段の出力が発振状態となることを回避す
ることができる。
【００２９】
さらに、前記電気光学パネルは、前記反転手段の出力と前記有機発光ダイオードとの間に
設けられた第４スイッチング素子を備え、前記読出期間の前記１サイクル動作において、
少なくとも最初に前記第１状態となった後から前記１サイクル動作が完了するまでの期間
は前記第４スイッチング素子をオフ状態にするように制御することが好ましい。この場合
には、反転手段の出力論理レベルが反転している期間は、反転手段の出力と有機発光ダイ
オードとを分離するから、当該期間において、本来、有機発光ダイオードを消灯すべきと
ころを点灯するといった不都合を解消して、表示画像のコントラストを向上させることが
できる。
【００３０】
くわえて、前記反転手段は、高電位電源と低電位電源とによって動作し、前記保持期間に
おいては、前記反転手段へ前記高電位電源として第１高電位を供給するとともに前記低電
位電源として第１低電位を供給し、前記読出期間においては前記反転手段へ前記高電位電
源として前記第１高電位よりも高い第２高電位を供給するとともに前記低電位電源として
前記第１低電位よりも低い第２低電位を供給することが好ましい。この発明によれば、読
出期間における高電位電源の電位は保持期間よりも高電位であり、読出期間における低電
位電源の電位は保持期間よりも低電位である。反転手段の出力信号は、保持期間と比較し
て読出期間の方が大振幅となるから、電荷保持手段には大振幅に対応する電荷が書き込ま
れる。そして、読出期間から保持期間へ移行すると、第２スイッチング素子がオン状態と
なって電荷保持手段と反転手段の入力容量が容量結合して電荷の移動が生じる。この際、
反転手段の入力信号の振幅は低下するが、反転手段の電源電圧は下がっているので、振幅
が低下した入力信号であっても反転手段は正常に動作し、また、リーク電流を低減させる
ことができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
＜１．第１実施形態＞
＜１－１：電気光学装置の全体構成＞
まず、本発明に係る電気光学パネルを用いた電気光学装置として、電気光学材料としてＯ
ＬＥＤ素子を用いた装置を一例にとって説明する。図１は本発明の第１実施形態に係わる
電気光学装置の電気的構成を示すブロック図である。電気光学装置は、主要部として電気
光学パネルＡＡ、電源供給回路３００、タイミング発生回路４００、及びデータ供給回路
５００を備える。
【００３２】
電気光学パネルＡＡは、素子基板と対向基板とを備える素子基板には、画像表示領域Ａ、
走査線駆動回路１００、及びデータ線駆動回路２００が形成される。これらの回路は、画
像表示領域Ａにおけるトランジスタと同一のプロセスで同時に形成される。なお、このト
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ランジスタは、薄膜トランジスタ（ Thin Film Transistor：以下、「ＴＦＴ」と称する）
によって構成される。
【００３３】
画像表示領域Ａには、図１に示されるように、複数の走査線２が、Ｘ方向に沿って平行に
配列して形成される一方、複数のデータ線３が、Ｙ方向に沿って平行に配列して形成され
ている。そして、走査線２とデータ線３との交差付近においては、画素Ｐがマトリックス
状に配置されている。画素Ｐの詳細は後述するが、画素ＰはＯＬＥＤ素子７０を有する。
【００３４】
タイミング発生回路４００は、各種のタイミング信号を生成し、電気光学パネルＡＡ及び
電源供給回路３００に供給する。第１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィールド信号Ｆ
ＬＤ２は、１フィールド周期の信号であって、画素Ｐを構成する所定のトランジスタを制
御する。Ｘ走査開始パルスＳＰＸは、水平走査の開始を指示するパルスであって、ハイレ
ベルでアクティブとなる１水平走査周期のパルスである。Ｘクロック信号ＣＫＸは、画像
データＤと同期した信号である。
【００３５】
Ｙ走査開始パルスＳＰＹは、垂直走査の開始を指示するパルスであって、ハイレベルでア
クティブとなるパルスである。Ｙクロック信号ＹＣＫは２水平走査周期の信号である。
【００３６】
電源供給回路３００は、第１高電位ＶＤＤ、第２高電位ＶＨＨ、第１低電位ＶＳＳ、及び
第２低電位ＶＬＬを生成する定電圧源と選択回路とを備える（図示略）。選択回路は、タ
イミング発生回路４００からの制御信号に基づいて、第１高電位ＶＤＤと第２高電位ＶＨ
Ｈとのうちいずれか一方を選択して、高電位電源ＶＤＤＭとして出力すると共に第１低電
位ＶＳＳと第２低電位ＶＬＬとのうちいずれか一方を選択して、低電位電源ＶＳＳＭとし
て出力する。より具体的には、所定期間に第２高電位ＶＨＨを高電位電源ＶＤＤＭとして
出力すると同時に第２低電位ＶＬＬを低電位電源ＶＳＳＭとして出力する一方、他の期間
に第１高電位ＶＤＤを高電位電源ＶＤＤＭとして出力すると同時に第１低電位ＶＳＳを低
電位電源ＶＳＳＭとして出力する。高電位電源ＶＤＤＭと低電位電源ＶＳＳＭとは各画素
Ｐに供給される。また、電気光学パネルＡＡの表示面とは反対の面側には、その一面に共
通電極が形成されており、電源供給回路３００は共通電極へ共通電極電位ＶＣＯＭを供給
する。さらに、電源供給回路３００は、走査線駆動回路１００．データ線駆動回路２００
、タイミング発生回路４００、及びデータ供給回路５００に対して所定の電源を供給する
。
【００３７】
走査線駆動回路１００は、シフトレジスタ（図示略）を備え、Ｙクロック信号ＹＣＫに基
づいてＹ走査開始パルスＳＰＹを順次シフトして走査信号ＷＲＴを生成する。但し、Ｙ走
査開始パルスＳＰＹとＹクロック信号ＹＣＫとは常時供給されているのではなく、表示画
面が変更され、画素Ｐに記憶すべき出力画像データＤｏｕｔを書き換える必要がある場合
にのみ供給される。
【００３８】
データ線駆動回路２００は、シフトレジスタ、第１ラッチ回路群、及び第２ラッチ回路群
を備える。シフトレジスタはＸ転送開始パルスＳＰＸをＸクロック信号ＣＫＸに同期して
順次シフトして、画像データＤをサンプリングするサンプリングパルスを生成し、これを
第１データラッチ回路群に供給する。第１データラッチ回路群は、画像データＤをサンプ
リングパルスに基づいてラッチして点順次データをサンプルする。第２データラッチ回路
群は点順次データをラッチパルスＬＰに従ってラッチして線順次データを生成する。この
線順次データは１ビットの出力画像データＤｏｕｔである。
【００３９】
＜１－２：画素の構成＞
図２は、１画素の構成を示す回路図である。この図に示すように、１画素Ｐは、第１トラ
ンジスタＴＲ１、第２トランジスタＴＲ２、第３トランジスタＴＲ３、インバータＩＮＶ
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、保持容量Ｃ及びＯＬＥＤ素子７０を備える。インバータＩＮＶは反転回路として機能し
、第４トランジスタＴＲ４及び第５トランジスタＴＲ５を備える。これらのトランジスタ
は、スイッチング素子として機能し、またＴＦＴによって構成されている。
【００４０】
第１トランジスタＴＲ１のソースはデータ線３に接続され、そのゲートは走査線２に接続
され、さらに、ドレインは保持容量Ｃの一方の端子に接続される。従って、走査線２を介
して供給される走査信号ＷＲＴがハイレベル（アクティブ）となると、データ線３の電位
が第１トランジスタＴＲ１を介して保持容量Ｃに取り込まれる。これにより、出力画像デ
ータＤｏｕｔに応じた電荷が保持容量Ｃに蓄積される。なお、この例では、保持容量Ｃの
他方の端子は接地されているが、素子のレイアウトを考量すると、これを第２制御線Ｌ２
に接続してもよい。
【００４１】
第２トランジスタＴＲ２は保持容量ＣとインバータＩＮＶの入力との間に設けられており
、ソースが保持容量Ｃの一方の端子と接続され、ドレインがインバータＩＮＶの入力と接
続され、さらに、ゲートには第２制御線Ｌ２を介して第２フィールド信号ＦＬＤ２が供給
されるようになっている。第３トランジスタＴＲ３は、保持容量ＣとインバータＩＮＶの
出力との間に設けられており、ソースが保持容量Ｃの他方の端子と接続され、ドレインが
インバータＩＮＶの出力と接続され、さらに、ゲートには第１制御線Ｌ１を介して第１フ
ィールド信号ＦＬＤ１が供給されるようになっている。第２トランジスタＴＲ２と第３ト
ランジスタＴＲ３とは、保持容量ＣとインバータＩＮＶとの接続状態を切替えるスイッチ
ング手段として機能する。また、インバータＩＮＶの出力にはＯＬＥＤ素子７０のカソー
ドが接続される。なお、ＯＬＥＤ素子７０のアノードには対向電極が接続されている。さ
らに、インバータＩＮＶには、電源供給線Ｌ３及びＬ４を介して、高電位電源ＶＤＤＭと
低電位電源ＶＳＳＭとが供給されるようになっている。
【００４２】
ＯＬＥＤ素子７０のアノードおよびカソードは、その積層構造の製造方法に従って、上述
とは逆に接続しても良い。その場合は、書き込まれるべきまたは保持すべき映像信号に応
じたデータの論理が逆になるだけで、他に違いは無い。
【００４３】
＜１－３：電気光学パネルＡＡの駆動＞
次に、電気光学パネルＡＡの駆動動作について、読出動作と書込動作に分かち説明する。
書込動作とは、データ線３を介して出力画像データＤｏｕｔを画素Ｐに書き込むことであ
り、読出動作とは、一旦、画素Ｐに書き込んだ出力画像データＤｏｕｔを画素Ｐの内部で
再書き込みすること及び出力画像データＤｏｕｔを保持することをいう。
【００４４】
＜１－３－１：読出動作＞
まず、読出動作について説明する。読出動作時には、画素Ｐの内部にデータ線３の電位を
取り込む必要がないので、走査信号ＷＲＴを非アクティブとして第１トランジスタＴＲ１
をオフ状態とする。
【００４５】
図３に、読出動作時における図２に示す画素Ｐ及びその周辺構成の等価回路を示す。この
図において、スイッチＳＷ２は第２トランジスタＴＲ２に、スイッチＳＷ３は第３トラン
ジスタＴＲ３に相当する。また、電荷保持手段は保持容量Ｃに、電気光学素子はＯＬＥＤ
素子７０に相当する。図４は、図３に示す等価回路における読出動作時のタイミングチャ
ートである。この図に示すように、読出動作の１フィールド期間Ｔｆは、読出期間Ｔ１と
保持期間Ｔ２とによって構成される。
【００４６】
読出期間Ｔ１は保持期間Ｔ２より短く設定される。これは、読出期間Ｔ１においては、後
述するように電荷の再書き込みを実行するため電力を消費するが、保持期間Ｔ２において
は電力を殆ど消費しないため、前者の時間を後者より短時間とすることで、消費電力を低
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減するためである。
【００４７】
まず、読出期間Ｔ１のうち期間Ｔ１Ａでは、第１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィー
ルド信号ＦＬＤ２が非アクティブ（ローレベル）となる。このとき、電荷保持手段（保持
容量Ｃ）は、インバータＩＮＶ及び電気光学素子（ＯＬＥＤ素子７０）から分離される。
そして、インバータＩＮＶの入力容量には所定の電荷が蓄積される。この場合、インバー
タＩＮＶの入力論理レベルは、スイッチＳＷ２がオフされる前の状態と同じである。
【００４８】
次に、期間Ｔ１Ｂにおいて第２フィールド信号ＦＬＤ２の非アクティブが維持された状態
で第１フィールド信号ＦＬＤ１がアクティブ（ハイレベル）となる。このとき、スイッチ
ＳＷ３がオン状態となり電荷保持手段（保持容量Ｃ）は、インバータＩＮＶの出力及び電
気光学素子（ＯＬＥＤ素子７０）と接続される。インバータＩＮＶの出力論理レベルは出
力論理レベルを反転したものとなるから、電荷保持手段には前の論理レベルを反転した論
理レベルとなる電荷が書き込まれる。
【００４９】
次に、期間Ｔ１Ｃにおいて第１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィールド信号ＦＬＤ２
が非アクティブとなる。これにより、電荷保持手段（保持容量Ｃ）が、インバータＩＮＶ
及び電気光学素子（ＯＬＥＤ素子７０）から分離される。さらに、期間Ｔ１Ｄにおいて第
１フィールド信号ＦＬＤ１の非アクティブが維持された状態で第２フィールド信号ＦＬＤ
２がアクティブとなる。このとき、スイッチＳＷ２がオン状態となり電荷保持手段（保持
容量Ｃ）は、インバータＩＮＶの出力と接続される。これにより、インバータＩＮＶの入
力容量には、論理レベルを反転する電荷が書き込まれる。
【００５０】
次に、期間Ｔ１Ｅにおいて第１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィールド信号ＦＬＤ２
が非アクティブとなり、電荷保持手段（保持容量Ｃ）が、インバータＩＮＶ及び電気光学
素子（ＯＬＥＤ素子７０）から分離される。さらに、期間Ｔ１Ｆにおいて第２フィールド
信号ＦＬＤ２の非アクティブが維持された状態で第１フィールド信号ＦＬＤ１がアクティ
ブとなる。このとき、スイッチＳＷ３がオン状態となり電荷保持手段（保持容量Ｃ）は、
インバータＩＮＶの出力と接続される。これにより、電荷保持手段には、論理レベルをさ
らに反転する電荷が書き込まれる。従って、期間Ｔ１Ｂと期間Ｔ１Ｆの２回の書き込みに
より、電荷保持手段の論理レベルは読出期間Ｔ１が開始される前の論理レベルに戻る。
【００５１】
この後、期間Ｔ１Ｇにおいて、第１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィールド信号ＦＬ
Ｄ２が非アクティブとなる。これにより、電荷保持手段（保持容量Ｃ）が、インバータＩ
ＮＶ及び電気光学素子（ＯＬＥＤ素子７０）から分離される。
【００５２】
このように読出期間Ｔ１において、電荷保持手段とインバータＩＮＶとを偶数回接続する
ことにより、電荷保持手段に元の論理レベルを示す電荷を書き込むことができ、画素Ｐに
ラッチ回路を構成しなくても論理レベルを反転することなくデータを記憶することができ
る。この結果、画素Ｐを構成する素子数を減らし、開口率を向上させるとともに歩留まり
を向上させることができる。
【００５３】
また、スイッチＳＷ２がオフ状態であり、且つスイッチＳＷ３がオン状態であることを第
１状態、スイッチＳＷ２がオン状態であり、且つスイッチＳＷ３がオフ状態であることを
第２状態とする。この場合、電荷保持手段とインバータＩＮＶとを偶数回接続することは
、第１状態から第２状態へて再び第１状態とする１サイクル動作を一回以上実行すること
を意味する。なお、この例では、１サイクル動作を１回実行しているが、１サイクル動作
を複数回実行してもよいことは勿論である。
【００５４】
さらに、スイッチＳＷ２及びスイッチＳＷ３がオフ状態であることを第３状態としたとき
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、第１状態と第２状態との間で状態を移行させる場合に、第３状態を経て次の状態へ移行
させる。これは、スイッチＳＷ２及びスイッチＳＷ３が同時にオン状態となると、インバ
ータＩＮＶの出力が入力に帰還され、発振状態となるのを回避するためである。
【００５５】
次に、保持期間Ｔ２においては、第１フィールド信号ＦＬＤ１が非アクティブの状態で、
第２フィールド信号ＦＬＤ２が非アクティブ（ローレベル）からアクティブ（ハイレベル
）へと遷移する。このとき、スイッチＳＷ２がオン状態となり、電荷保持手段とインバー
タＩＮＶの入力とが接続される。読出期間Ｔ１において、最終的な電荷保持手段の論理レ
ベルは、読出期間Ｔ１の開始前の論理レベルと一致するから、保持期間Ｔ１においては、
電気光学素子（ＯＬＥＤ素子７０）の極１の電位は読出期間Ｔ１の開始前と一致する。一
方、極２の電位は、読出期間Ｔ１及び保持期間Ｔ２を通して一定である。従って、電気光
学素子に印加される電圧の極性は変化しない。これにより、電気光学素子として、有機発
光ダイオードを用いることが可能となる。
【００５６】
ここで、インバータＩＮＶには、高電位電源ＶＤＤＭと低電位電源ＶＳＳＭが供給される
が、読出期間Ｔ１において、高電位電源ＶＤＤＭは第２高電位ＶＨＨとなり、低電位電源
ＶＳＳＭは第２低電位ＶＬＬとなる。そして、保持期間Ｔ２において、高電位電源ＶＤＤ
Ｍは第１高電位ＶＤＤとなり、低電位電源ＶＳＳＭは第１低電位ＶＳＳとなる。すなわち
、読出期間Ｔ１は保持期間Ｔ２と比較してインバータＩＮＶの電源電圧を昇圧している。
これは、インバータＩＮＶを構成する第４及び第５トランジスタＴＲ４及びＴＲ５を誤動
作させることなく正常に反転動作させるためである。この点について図５を参照して説明
する。
【００５７】
図５は画素Ｐの各部における電位を示す詳細なタイミングチャートである。なお、同図に
おいて、“ＳＴＧ”は、図２に示すように電荷保持手段たる保持容量Ｃと第２及び第３ト
ランジスタＴＲ２及びＴＲ３との接続点の電位（以下、保持電位と称する）を示す符号で
あり、“ＰＸＬ”はインバータＩＮＶの出力電位を示す符号である。
【００５８】
ここで、保持容量Ｃの容量値をＣｈ１、インバータＩＮＶの入力容量をＣｉｎとする。仮
に、読出期間Ｔ１において高電位電源ＶＤＤＭを第１高電位ＶＤＤとし、低電位電源ＶＳ
ＳＭを第１低電位ＶＳＳにし、保持電位ＳＴＧがハイレベル即ち、ＳＴＧ＝ＶＤＤであっ
たとする。この場合、読出期間Ｔ１の終了直前において、保持容量Ｃに蓄積される電荷量
Ｑは、Ｑ＝Ｃｈ１・ＶＤＤとなる。
【００５９】
そして、読出期間Ｔ１から保持期間Ｔ２へ移行すると、第２トランジスタＴＲ２がオフ状
態からオン状態へ変化し、保持容量Ｃと入力容量Ｃｉｎとが容量結合される。保持容量Ｃ
に蓄積されていた電荷が入力容量Ｃへ移動すると、インバータＩＮＶの入力電位Ｖは、Ｖ
＝Ｃｈ１・ＶＤＤ／（Ｃｈ１＋Ｃｉｎ）となる。つまり、インバータＩＮＶの入力電位Ｖ
は第１高電位ＶＤＤを下回る。これによって、インバータＩＮＶを構成する第４トランジ
スタＴＲ４のオフ抵抗値が低下し、第４トランジスタＴＲ４は完全なオフ状態ではなくな
り、リーク電流が流れるとともに誤動作が生じ易くなる。
【００６０】
これに対して、本実施形態では、読出期間Ｔ１において高電位電源ＶＤＤＭを第２高電位
ＶＨＨとし、低電位電源ＶＳＳＭを第２低電位ＶＬＬにしている。従って、読出期間Ｔ１
の終了直前において、保持容量Ｃに蓄積される電荷量Ｑは、Ｑ＝Ｃｈ１・ＶＨＨとなる。
また、読出期間Ｔ１から保持期間Ｔ２へ移行して、保持容量Ｃと入力容量Ｃｉｎとが容量
結合されると、インバータＩＮＶの入力電位Ｖは、Ｖ＝Ｃｈ１・ＶＨＨ／（Ｃｈ１＋Ｃｉ
ｎ）となる。
【００６１】
第２高電位ＶＨＨは、第１高電位ＶＤＤよりも高電位であるから、読出期間Ｔ１において
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インバータＩＮＶの電源電圧を昇圧しない場合と比較して、入力電位Ｖを高電位にするこ
とができる。これにより、第４トランジスタＴＲ４のオフ抵抗値の低下を防止し、リーク
電流値を低減するとともに信頼性を向上させることができる。
【００６２】
ここで、第４トランジスタＴＲ４の閾値電圧をＶｔｈ４としたとき、トランジスタＴＲ４
のオフ状態を維持するためには、｜Ｖｔｈ４｜＞｜Ｃｈ１・ＶＨＨ／（Ｃｈ１＋Ｃｉｎ）
－ＶＤＤ｜であることが好ましい。この場合には、トランジスタＴＲ４のゲート－ソース
間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ４を下回るので、トランジスタＴＲ４を確実にオフさせることが
できる。
【００６３】
また、第５トランジスタＴＲ５の閾値電圧をＶｔｈ５としたとき、トランジスタＴＲ５の
オフ状態を維持するためには、｜Ｖｔｈ５｜＞｜Ｃｈ１・ＶＬＬ／（Ｃｈ１＋Ｃｉｎ）－
ＶＳＳ｜であることが好ましい。この場合には、第５トランジスタＴＲ５のドレイン－ゲ
ート間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ５を下回るので、第５トランジスタＴＲ５を確実にオフさせ
ることができる。
【００６４】
図５に示す例では、保持期間Ｔ２において保持電位ＳＴＧ（入力電位Ｖ）が、第１高電位
ＶＤＤを上回るので、第４トランジスタＴＲ４を確実にオフさせることができる。
【００６５】
＜１－３－２：書込動作＞
次に、書込出動作について説明する。書込動作時には、画素Ｐの内部にデータ線３の電位
を取り込む必要があるので、走査信号ＷＲＴをアクティブとして第１トランジスタＴＲ１
をオン状態とする。
【００６６】
図６に、書込動作時における図２に示す画素及びその周辺構成の等価回路を示す。この図
において、スイッチＳＷ１は第１トランジスタＴＲ１に相当する。図７は、図６に示す等
価回路における書込動作を含むタイミングチャートである。この例にあっては、書き込み
期間Ｔ３において、出力画像データＤｏｕｔが画素Ｐに書き込まれる。書き込み動作は、
画素Ｐに記憶されているデータを書き換える場合にのみ実行される。上述した読出動作に
より再書き込みが実行されるため、リーク電流によって電気光学素子への印加電圧が低下
することがない。従って、データを書き換える必要のない場合には、書込動作は適宜省略
される。これによって、容量性の負荷である走査線２やデータ線３を駆動する回数を減ら
し、消費電力を削減することができる。
【００６７】
書き込み期間Ｔ３においては、走査信号ＷＲＴがアクティブとなり、スイッチＳＷ１（第
１トランジスタＴＲ１）がオン状態となる。すると、データ線３を介して出力画像データ
Ｄｏｕｔが画素Ｐに取り込まれる。このとき、出力画像データＤｏｕｔの論理レベルは、
電荷の状態で電荷保持手段に取り込まれる。この例では、時刻ｔ１において出力画像デー
タＤｏｕｔの論理レベルがハイレベルからローレベルに遷移する。すると、インバータＩ
ＮＶの出力（極１）が第１低電位ＶＳＳから第１高電位ＶＤＤへと変化すると共に電荷保
持手段に保持される電荷を書き換える。このように書込動作を実行することによって、消
費電力を大幅に削減することができる。
【００６８】
＜２．第２実施形態＞
第２実施形態に係わる電気光学装置は、画素Ｐの構成、その駆動波形の詳細、及びタイミ
ング発生回路４００において制御信号ＶＯＦＦを生成する点を除いて、図１に示す第１実
施形態の電気光学装置と同様に構成されている。
【００６９】
図８は、第２実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示すブロック図であり、図９は、
第２実施形態に係る電気光学パネルＡＡの１画素Ｐ’の構成を示す回路図である。画素Ｐ
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’は、インバータＩＮＶの出力とＯＬＥＤ素子７０との間に第６トランジスタＴＲ６を設
けた点を除いて、図２に示す第１実施形態の画素Ｐと同様に構成されている。
【００７０】
図１０に、読出動作時における図９に示す画素及びその周辺構成の等価回路を示す。この
図において、スイッチＳＷ４は第６トランジスタＴＲ６に相当する。この電気光学パネル
ＡＡの動作を読出動作と書き込み動作に分けて説明する。図１１に、読出動作における第
１フィールド信号ＦＬＤ１及び第２フィールド信号ＦＬＤ２の信号波形、並びに高電位電
源ＶＤＤＭ及び低電位電源ＶＳＳＭの電圧波形を示す。
【００７１】
図１１が図４と相違するのは、制御信号ＶＯＦＦが期間Ｔ１Ｃの開始から読出期間Ｔ１の
終了までの間にアクティブ（ローレベル）となる点である。これによって、スイッチＳＷ
４がオフ状態となり、インバータＩＮＶの出力と電気光学素子とが分離される。このよう
に両者を分離したのは、以下の理由による。
【００７２】
第１実施形態で説明したように、期間Ｔ１ＢにおいてスイッチＳＷ３がオン状態になると
、電荷保持手段とインバータＩＮＶが接続されるので、電荷保持手段には論理レベルを反
転する電荷が書き込まれる。そして、期間ＴＩＤにおいてスイッチＳＷ２がオン状態にな
ると、インバータＩＮＶの出力論理レベルが反転する。このため、第１実施形態では、図
４に示すように期間Ｔ１Ｄの開始から読出期間Ｔ１が終了するまでの間、本来、消灯：黒
（点灯：白）すべき画素が点灯：白（消灯：黒）してしまい、コントラストが低下する。
従って、コントラストを向上させるためには少なくとも期間Ｔ１Ｄの開始から読出期間Ｔ
１が終了するまでの期間は、インバータＩＮＶの出力と電気光学素子とを分離する必要が
ある。そこで、期間Ｔ１Ｄの開始から読出期間Ｔ１の終了までの期間、スイッチＳＷ４を
オフ状態にしてインバータＩＮＶの出力と電気光学素子とを分離したのである。
【００７３】
ここで、制御信号ＶＯＦＦは、期間Ｔ１Ｄの開始からアクティブにして、スイッチＳＷ４
をオフ状態にすればよいが、本実施形態においてはマージンを見込んで期間Ｔ１Ｃの開始
から制御信号ＶＯＦＦをアクティブにした。
【００７４】
図１２に画素Ｐ’の各部における電位を示す詳細なタイミングチャートを示す。第２実施
形態も第１実施形態と同様に、インバータＩＮＶには、高電位電源ＶＤＤＭと低電位電源
ＶＳＳＭが供給されるが、読出期間Ｔ１において、高電位電源ＶＤＤＭは第２高電位ＶＨ
Ｈとなり、低電位電源ＶＳＳＭは第２低電位ＶＬＬとなる。そして、保持期間Ｔ２におい
て、高電位電源ＶＤＤＭは第１高電位ＶＤＤとなり、低電位電源ＶＳＳＭは第１低電位Ｖ
ＳＳとなる。これにより、読出期間Ｔ１においてインバータＩＮＶの入力電位Ｖを高電位
にすることができ、第４トランジスタＴＲ４及び第５トランジスタＴＲ５のオフ抵抗値の
低下を防止し、リーク電流値を低減するとともに信頼性を向上させることができる。
【００７５】
第４トランジスタＴＲ４の閾値電圧Ｖｔｈ４と第１高電位ＶＤＤ及び第２高電位ＶＨＨの
関係は、上述した第１実施形態と同様に｜Ｖｔｈ４｜＞｜Ｃｈ１・ＶＨＨ／（Ｃｈ１＋Ｃ
ｉｎ）－ＶＤＤ｜であることが好ましい。また、第５トランジスタＴＲ５の閾値電圧Ｖｔ
ｈ５と第１低電位ＶＳＳ及び第２低電位ＶＬＬの関係は、上述した第１実施形態と同様に
｜Ｖｔｈ５｜＞｜Ｃｈ１・ＶＬＬ／（Ｃｈ１＋Ｃｉｎ）－ＶＳＳ｜であることが好ましい
。
【００７６】
次に、書込出動作について説明する。書込動作時には、画素Ｐ’の内部にデータ線３の電
位を取り込む必要があるので、走査信号ＷＲＴをアクティブとして第１トランジスタＴＲ
１をオン状態とする。
【００７７】
図１３に、書込動作時における図９に示す画素Ｐ’及びその周辺構成の等価回路を示す。
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この図において、スイッチＳＷ１は第１トランジスタＴＲ１に、スイッチＳＷ４は第６ト
ランジスタＴＲ６に相当する。
【００７８】
図１４は、図１３に示す等価回路における書込動作を含むタイミングチャートである。こ
の例にあっては、書き込み期間Ｔ３において、出力画像データＤｏｕｔが画素Ｐ’に書き
込まれる。上述した読出動作により再書き込みが実行されるため、リーク電流によって電
気光学素子への印加電圧が低下することがなく、データを書き換える必要のない場合には
、書き込み動作は適宜省略される。これによって、容量性の負荷である走査線２やデータ
線３を駆動する回数を減らし、消費電力を削減することができる。
【００７９】
書き込み期間Ｔ３においては、走査信号ＷＲＴがハイレベル、制御信号ＶＯＦＦがハイレ
ベル、第１フィールド信号ＦＬＤ１がローレベル、及び第２フィールド信号ＦＬＤ２がハ
イレベルとなるから、スイッチＳＷ１がオン状態、スイッチＳＷ３がオフ状態、スイッチ
ＳＷ２がオン状態、スイッチＳＷ４がオン状態となる。このため、図１３に太線で示す経
路で信号が流れる。
【００８０】
図１４に示す書き込み期間Ｔ３の時刻ｔ１において、出力画像データＤｏｕｔがハイレベ
ルからローレベルへ変化すると、インバータＩＮＶの出力論理レベルはローレベルからハ
イレベルへ変化し、電気光学素子たるＯＬＥＤ素子７０がオン状態からオフ状態へ変化す
る。これにより、画素Ｐ’に記憶されるデータの論理レベルを反転させ、電気光学素子の
点灯・消灯を切替えることができる。
【００８１】
＜３．電子機器＞
次に、上述した電気光学装置を各種の電子機器に適用される場合について説明する。
＜３－１：モバイル型コンピュータ＞
まず、電気光学パネルＡＡを、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例につい
て説明する。図１５は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図にお
いて、コンピュータ１２００は、キーボード１２０２を備えた本体部１２０４と、電気光
学表示ユニット１２０６とから構成されている。
【００８２】
＜３－２－２：携帯電話＞
さらに、この電気光学パネルＡＡを、携帯電話に適用した例について説明する。図１６は
、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話１３００は、複数の操
作ボタン１３０２と電気光学パネルＡＡとを備えるものである。
【００８３】
なお、図１５及び図１６を参照して説明した電子機器の他にも、テレビや、ビューファイ
ンダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電
子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッ
チパネルを備えた装置等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器に適用可能な
のは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図２】　同装置の電気光学パネルＡＡを構成する画素Ｐの回路図である。
【図３】　同パネルの読出動作時における画素Ｐ及びその周辺構成の等価回路を示すブロ
ック図である。
【図４】　図３に示す等価回路における読出動作時のタイミングチャートである。
【図５】　画素Ｐの各部における電位を示す詳細なタイミングチャートである。
【図６】　同装置の書込動作時における画素Ｐ及びその周辺構成の等価回路を示すブロッ
ク図である。
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【図７】　図６に示す等価回路における書込動作時のタイミングチャートである。
【図８】　本発明の第２実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図９】　同実施形態に用いられる電気光学パネルＡＡを構成する画素Ｐ’の回路図であ
る。
【図１０】　同パネルの読出動作時における画素Ｐ’及びその周辺構成の等価回路を示す
ブロック図である。
【図１１】　図１０に示す等価回路における読出動作時のタイミングチャートである。
【図１２】　画素Ｐ’の各部における電位を示す詳細なタイミングチャートである。
【図１３】　同パネルの書込動作時における画素Ｐ’及びその周辺構成の等価回路を示す
ブロック図である。
【図１４】　図１２に示す等価回路における書込動作時のタイミングチャートである。
【図１５】　同電気光学装置を適用した電子機器の一例たるパーソナルコンピュータの構
成を示す斜視図である。
【図１６】　同電気光学装置を適用した電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図
である。
【図１７】　従来の画素の構成を示す回路図である。
【符号の説明】
２…走査線、３…データ線、６…画素電極、７０…ＯＬＥＤ素子（有機発光ダイオード）
、１００…走査線駆動回路、２００…データ線駆動回路、３００…電源供給回路（電源供
給手段）、４００…タイミング発生回路（制御手段）、１５８…共通電極、Ｐ，Ｐ’…画
素、Ｃ…保持容量、ＶＤＤＭ…高電位電源、ＶＳＳＭ…低電位電源、ＶＤＤ…第１高電位
、ＶＨＨ…第２高電位、ＶＳＳ…第１低電位、ＶＬＬ…第２低電位、ＩＮＶ…インバータ
（反転手段）、ＳＷ１～ＳＷ４…スイッチ（第１～第４スイッチング素子）、ＴＲ１～Ｔ
Ｒ６…第１～第６トランジスタ、ＡＡ…電気光学パネル、
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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